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Introducao Resultados e Discussao
O CdTe é um composto semicondutor com propriedades eletronicas e 10
Opticas, com um “gap” de 1,5 eV a 300K. Essa substancia se destaca na : Figura 2. Difragio de raio-x. Em 4
fabricagdo de dispositivos optoeletronicos, pois quando combinado com o "3 Cd Mn_Te amostras de CdMnTe com
Mn adquiri propriedades magnéticas. 0] algumas porcentagens diferentes
ER N 2 de Manganés, é possivel analisar
Na fisica fundamental, podemos utilizar esse material para a analise de S ] A 2 . seusgpicos mtfdam de posicao
portadores de cargas e seus complexos, tendo a possibilidade de analisar g2 3 A R | . . '
. . Ny .- , 2 A M isso pois 0 Mn muda o parametro
sistemas de dimensdes quanticas, Quantum Wells (QW’s) e Quantum Dots - FaTAl do rede d 0] As dif
QD's) : fﬁ;{ r \\M e rede do cristal. As diterentes
( ' 1 ,\ M \'; N———— | intensidades, estdo relacionadas
A producdo de nanomembranas autossustentadas se destaca pela OO 111 o ) 1 ]u iMiﬂI«mmh|u..;.ui.|.|h|N M| com aqualidade da amostra.
possibilidade de formacao de materiais hibridos. Com a capacidade de T e
liberar, tranSferir Camadas SemiCOndUtoraS de alta qualidade CriStalina. ..............................................................................................................................
T ey i Figura 3. Micro-Fotoluminescéncia de
. . 55000 - j g
Objetivos & o QB0 um QW's de CdMnTe. Apesar de
. . . g ey uma diferenca de parametro de
Neste trabalho, crescemos e caracterizamos filmes finos de CdMnTe, = 40000 - oW ¢ P
o . . . . 3 . G smoo] _ oowW rede de quase 19% entre a
utilizando técnicas diversas, para obter informacOes sobre caracteristicas = 5w .
.. L. L 300004 q1opw heteroestrutura e o substrato Si, a
quimicas e/ ou fisicas da amostra. > 25000
N amostra estudada apresentou um
Verificamos a possibilidade de producdao de Nanotubos de CdMnTe, a partir T 15000 sinal de fotoluminescéncia muito
~ C 100004 . . .
da conducdo dependente do GaAs/InGaAs. o intenso. O sinal mais fraco pode
s . —.| indicar a formacao de pontos
T e P
Material e Métodos 600 650 700 750 800 850 900 quanticos QDs rasos.
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Crescimento:

A Epitaxia por feixe molecular, esta baseada na deposicdo de uma pelicula v
monocristalina sobre um substrato monocristalino, essa técnica esta \ \
relacionada com as camadas criadas pela deposicao. i 7
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o Uso de feixe direcionado; Células de efusdo (a)
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- ’ Figura 4. Producdo de Nanotubos. (a) camadas da amostra.Utilizando o

processo de fotolitogratia, com uma mascara Optica (b) em “U” , a

—— o amostra de CdMnTe conseguiu acompanhar o enrrolamento do

o Controle do tempo de —_:-_;‘j GaAs/InGaAs (C); Cor.lt.udo, O processo necessita ser controlado
crescimento; adaptando as solucdes utilizadas.

® Crescimento de varios
materiais a0 mesmo tempo;

—— e

\

Obturador

Camara de transferéncia

Conclusoes

o Pressio de crescimento 10 Camara de crescimento

’~107 Torr. Este trabalho foi baseado na caracterizacdo de filmes finos de

Figura 1. Esquema da camara de crescimento (MBE)

CdMnTe, onde a sua producdo e aplicacao é muito ampla. A producao

Os pogos quanticos ("quantum wells-QW, podem ser produzidos a partir de de Nanotubos, necessita de mais andlises de parametros, para se obter
camadas de materiais semicondutores que possuem gaps diferentes, com qualidade a reproducdo do processo.
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